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В работе изучены закономерности формирования двухслойной нанопленочной системы типа BaSi2/Si/BaSi2/Si (111) при по этапной имплантации ионов Ва+ в Si(111). Исследования приводилась  методами оже-электронной и рентгеновской спектроскопии. Значение ширины запрещенной зоны Eg и положения потолка валентной зоны EV определялись методом ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии. Двухслойная нанопленочная система получена имплантацией ионов Ва+ в Si(111) при дозе насыщения: сначала с высокой энергией 15-40 keV, а затем с низкой энергией 0.5-2 keV в сочетаний с отжигом при Т=900 К.
С использованием методов ОЭС, УФЭС, РЭМ и рентгеноструктурного анализа исследованы состав, морфология поверхности и электронная структура нанопленочной системы BaSi2/Si/BaSi2/Si(111), полученных методом имплантации ионов Ва+ в Si в сочетании прогревом. Определены параметры энергетических зон и построена энергетическая зонная диаграмма системы Si / BaSi2/Si. Определены глубина образования и толщина слоя BaSi2 для различных энергии ионов Ва+ в диапазоне от 0.5 кэВ до 40 кэВ.   
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